シリコン貫通電極での銅めっきと低熱膨張特性) by DINH, VAN QUY


















     LOW THERMAL EXPANSION OF ELECTRODEPOSITED COPPER      
    
     IN THROUGH SILICON VIAS                
 
申 請 者  Dinh Van Quy （ディン ヴァン クイ）  
 
 
最終学歴  令和  ２年  ３月 
            京都大学大学院エネルギー科学研究科エネルギー応用科学専攻博士課程 
      （卒業、修了、研究指導認定見込、研究指導認定退学等） 
 
 




                   調査委員        京都大学大学院エネルギー科学研究科 
                   （主査）        教 授 平藤 哲司     
 
                   調査委員        京都大学大学院エネルギー科学研究科 
                                   教 授 馬渕 守          
 
                   調査委員        京都大学大学院エネルギー科学研究科 
                                   教 授 土井 俊哉        
  
  
（ 続紙 １ ）                             
京都大学 博士（エネルギー科学） 氏名 Dinh Van Quy（ディン ヴァン クイ） 
論文題目 
LOW THERMAL EXPANSION OF ELECTRODEPOSITED COPPER 

























た。添加剤 SDDABC 濃度 16ppm で、SDDABC が銅表面に強い電析抑制層を形成すること
を示した。添加剤 SDDABC濃度 16ppmで、スーパーボトムアップ貫通孔充填電析が達成さ



















第 5章では、添加剤 2M5Sの電気化学的挙動を調査し、他の添加剤である Cl-の有無にかか





Raman 測定で評価した。シリコン貫通孔からの銅の突出高さは、従来法では 2μm であった
が、添加剤の効果により 0.5μm に低減された。さらに、電析銅周辺のシリコンへの応力の影
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